Master Sciences et Technologies : Mention : Physique et Chimie, Option : Physique

Intitulé : Physique et Ingénierie des Matériaux pour la Microélectronique et les Nanotechnologies (Phymatech)

Mots Clés : Semiconducteurs, Composants, Dispositifs d’Affichage, Microélectronique, Nanocaractérisation

Responsable : A. Raymond

Autres intervenants du campus : Aulombard R., Bretagnon T., Camassel J., Cassagne D., Castagné M., Cloitre T., Fallery B., Gall-Borrut P., Giani A., Grill C., Jarrix S., Juillaguet S., Lees R., Lorman V., Nobili M., Pascal F., Papet P., Peyre H., Girard P., Raymond A., Taliercio T., Tournier E., Zahab A.

UMR associées (N°, nom, directeur) : UMR 5507 - CEM 2 (D. Gasquet) ; UMR 5581 - GDPC (G. Porte) ; UMR 5650 - GES (B. Gil) ; UMR 5011 - LAIN (J. Attal) ; UMR 5825 - LPM (A. Neveu) ; UMR 5617 - LPMC (J.C. Tédenac)

 Intervenants professionnels : G. Almuneau (ex AVALON PHOTONICS Zurich, LAAS), M. Brunet (CLUB VISU), H. Camon (LAAS Toulouse), P. Llinares (ST Microélectronics Crolles), F. Milesi (Ion Beam System -IBS-  Rousset/Grenoble), J. Sivignant (MEMC Milan), G . Philit (ATMEL Rousset), Silvaco Data Systems : un intervenant TCAD (Technology Computer Aided Design) et un intervenant developpeur « Spice Modeling »

Flux attendu : 20 à 30 étudiants

Résumé : L’objectif de ce master est de dispenser une formation professionnelle adaptée aux besoins des entreprises travaillant dans le secteur des matériaux et des technologies pour la micro- et la nano-électronique. Ce projet s’appuie sur la compétence des laboratoires cités ci dessus ainsi que sur l’expérience des enseignants pour ce domaine professionnel (Maîtrise de Physique des Semiconducteurs et des Composants Electroniques et DESS MFA).

Structure du M1 :

UE M1S1 1: 50 h, 5 ECTS, Physique des Semiconducteurs, A. Raymond

UE M1S1 2: 50 h, 5 ECTS, Physique des Jonctions et leurs Applications, T. Bretagnon

UE M1S1 3: 50 h, 5 ECTS, Programmation pour la Physique, D. Cassagne

UE M1S1 4: 25 h, 2.5 ECTS, Anglais, R. Lees

UE M1S1 5: 50 h,  5 ECTS, Elaboration des Matériaux et Technologie des Composants, H. Peyre

UE M1S2 1: 50 h, 5 ECTS, Techniques Physiques et Structurales de Caractérisation des Matériaux, A. Raymond 

UE M1S2 2: 25 h, 2.5  ECTS, Physique des Transistors et des Lasers T. Bretagnon

UE M1S2 3: 50 h, 5 ECTS, Instrumentation, Acquisition et Traitement Informatique des Données, A. Zahab

UE M1S2 4: 50 h, 11 ECTS, Travaux Pratiques et Salle Blanche, S. Juillaguet

UE M1S2 5: 2.5 ECTS, Connaissance de l’Entreprise, Hygiène et Sécurité, B. Fallery

UE M1S2  6:  11.5 ECTS, Stage de 3 mois en Laboratoire , S. Juillaguet

Unités d’Enseignement de ce M1 mutualisées avec d’autres formations : 

· UE M1S1 1 : Master Physique Recherche (Matière Condensée) ;

· UE M1S1 5, UE M1S2 1, UE M1S2 4 : ISIM (STM3).

Structure du M2 :

UE M2S1 1 : 25 h, 2.5 ECTS, Eléments de Physique des Hétérostructures pour l’Electronique et l’Optoélectronique, T. Taliercio

UE M2S1 2 : 25 h, 2.5 ECTS, Hétérostructures pour l’Optoélectronique, T. Taliercio

UE M2S1 3 : 25 h, 2.5 ECTS, Composants avancés pour l’Electronique, T. Bretagnon

UE M2S1 4 : 25 h, 2.5 ECTS, Physique des Capteurs, P. Papet *(opt)
UE M2S1 5 : 25 h, 2.5 ECTS, Physique des Actionneurs, P. Papet  *(opt)

UE M2S1 6 : 25 h, 2.5 ECTS, Capteurs et Détection Optique Infra-rouge et Hyperfréquence, A. Giani *(opt)
UE M2S1 7 : 25 h, 2.5 ECTS, Fonctions de l’Hyperfréquence, S. Jarrix *(opt)
UE M2S1 8 : 25 h, 2.5 ECTS, Composants et Fonctions de l’Hyperfréquence, S. Jarrix *(opt)
UE M2S1 9 : 25 h, 2.5 ECTS, Technologie des Semiconducteurs et des Composants Avancés, H. Peyre

UE M2S1 10 : 25 h, 2.5 ECTS, Simulation des Procédés, H. Peyre

UE M2S1 11 : 25 h, 2.5 ECTS, Modélisation des Composants, F. Pascal

UE M2S1 12 : 25 h, 2.5 ECTS, Dispositifs d’Affichage, M. Nobili  *(opt)

UE M2S1 13 : 25 h, 2.5 ECTS, Conducteurs Organiques et Nanomatériaux, A. Zahab

UE M2S1 14 : 25 h,  2.5 ECTS, Techniques de Contrôle, V. Lorman

UE M2S1 15 : 25 h, 2.5 ECTS, Nanocaractérisations, P. Gall  *(opt)

UE M2S1 16 : 25 h, 2.5 ECTS, Réalisation de Composants Micro-Electronique en Salle Blanche (ATEMI), A. Giani

UE M2S1 17 : 50 h, 5 ECTS, Conception et Caractérisation, H. Peyre

UE M2S1 18 : 25 h, 2.5 ECTS, Propriété Industrielle, Qualité, B. Orsal

UE M2S1 19  : 25 h, 2.5 ECTS, Anglais, R. Lees

UE M2S2 1: 6 mois, 22.5 ECTS, Stage en Entreprise, A. Raymond

* Sept modules sont optionnels (opt), deux doivent être pris au choix parmi ces sept.

Unités d’Enseignement de ce M2 mutualisées avec d’autres formations : 

· UE M2S1 1, UE M2S1 2, UE M2S1 10, UE M2S1 11, UE M2S1 12, UE M2S1 15, UE M2S1 16 et UE M2S1 18 : Master IUP GE II Optoélectronique et Hyperfréquences ;

·  UE M2S1 11, UE M2S1 15, UE M2S1 16 et UE M2S1 18 :  Master Recherche EEA ;
·  UE M2S1 4, UE M2S1 5,UE M2S1 9, UE M2S1 12, UE M2S1 13, UE M2 S1 14, UE M2S1 15, UE 2S1 16, UE M2S1 17 : ISIM (STM3).
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